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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成29年1月19日(2017.1.19)

【公表番号】特表2016-513171(P2016-513171A)
【公表日】平成28年5月12日(2016.5.12)
【年通号数】公開・登録公報2016-028
【出願番号】特願2015-555497(P2015-555497)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  28/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   1/04     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/24     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/17     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   14/34     　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ    9/00     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   28/00     　　　Ｂ
   Ｃ２２Ｃ    1/04     　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ    1/04     　　　Ｅ
   Ｂ２２Ｆ    3/24     　　　Ｆ
   Ｂ２２Ｆ    3/24     　　　Ｃ
   Ｂ２２Ｆ    3/17     　　　Ｚ
   Ｂ２２Ｆ    3/20     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月30日(2016.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｇａ、Ｉｎ）の群から選ばれる少なくとも１つの元素５～７０原子％及びＮａ０．１
～１５原子％並びに残部Ｃｕ及び典型的な不純物からなる合金から構成されるスパッタリ
ングターゲットであって、少なくとも１つのＮａ含有金属間相を有することを特徴とする
スパッタリングターゲット。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのＮａ含有金属間相が金属間Ｇａ－Ｎａ相、金属間Ｉｎ－Ｎａ相及
び金属間Ｇａ－Ｉｎ－Ｎａ相からなる群から選ばれることを特徴とする請求項１に記載の
スパッタリングターゲット。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのＮａ含有金属間相がＮａＧａ４、Ｎａ５Ｇａ８、Ｎａ７Ｇａ１３

、Ｎａ２２Ｇａ３９、ＮａＩｎ、Ｎａ２Ｉｎ、Ｎａ７Ｉｎ１２、Ｎａ１５Ｉｎ２７及びＮ
ａ１７Ｇａ２９Ｉｎ１２からなる群から選ばれることを特徴とする請求項１又は２に記載
のスパッタリングターゲット。
【請求項４】
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　前記Ｎａ含有金属間相が（Ｃｕ、Ｇａ、Ｉｎ）の群から選ばれる少なくとも１つの元素
のマトリクス中に均質に分布して埋め込まれて存在する請求項１～３のいずれか１項に記
載のスパッタリングターゲット。
【請求項５】
　３０原子％を超えるＣｕを含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記
載のスパッタリングターゲット。
【請求項６】
　（Ｇａ、Ｉｎ）の群から選ばれる前記少なくとも１つの元素の含有量が２０～６５原子
％であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲッ
ト。
【請求項７】
　成分の原子％比、Ｇａ／（Ｇａ＋Ｉｎ）が０．１５～０．３５であることを特徴とする
請求項１～６のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲット。
【請求項８】
　１～５原子％のＮａを含有することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の
スパッタリングターゲット。
【請求項９】
　平板、円盤、棒、管又は複雑な形状の他の物体の形状であることを特徴とする請求項１
～８のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲット。
【請求項１０】
　薄膜太陽電池の光活性相の析出のための請求項１～９のいずれか１項に記載のスパッタ
リングターゲットの使用。
【請求項１１】
　次の工程を備えることを特徴とするスパッタリングターゲットの製造方法。
　－少なくとも１つのＮａ含有金属間相を含有してなる予備的合金粉末の製造工程。
【請求項１２】
　更に以下の工程を備えることを特徴とする請求項１１に記載のスパッタリングターゲッ
トの製造方法。
　－前記予備的合金粉末を含有してなる粉末混合物の製造工程。
　－前記粉末混合物のモールドへの導入工程。
【請求項１３】
　更に以下の工程を備えることを特徴とする請求項１１又は１２に記載のスパッタリング
ターゲットの製造方法。
　－前記粉末混合物に圧力、温度、又は圧力及び温度を負荷してブランクを製造する工程
。
【請求項１４】
　更に以下の工程を備えることを特徴とする請求項１１～１３のいずれか１項に記載のス
パッタリングターゲットの製造方法。
　－押出、鍛造又は圧延により、ブランクを賦形する工程。
【請求項１５】
　更に以下の工程を備えることを特徴とする請求項１１～１４のいずれか１項に記載のス
パッタリングターゲットの製造方法。
　－熱処理工程。
【請求項１６】
　更に以下の工程を備えることを特徴とする請求項１１～１５のいずれか１項に記載のス
パッタリングターゲットの製造方法。
　－機械加工工程。
【請求項１７】
　少なくとも１つのＮａ含有金属間相を含有する前記予備的合金粉末がＧａ－Ｎａ溶融物
、Ｉｎ－Ｎａ溶融物又はＧａ－Ｉｎ－Ｎａ溶融物の微粒化により製造されることを特徴と
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する請求項１１～１６のいずれか１項に記載のスパッタリングターゲットの製造方法。
【請求項１８】
　少なくとも１つのＮａ含有金属間相を含有する前記予備的合金粉末がＧａ－Ｎａ溶融物
、Ｉｎ－Ｎａ溶融物又はＧａ－Ｉｎ－Ｎａ溶融物からのインゴットの製造及び引き続く粉
砕又は擂潰によって製造されることを特徴とする請求項１１～１６のいずれか１項に記載
のスパッタリングターゲットの製造方法。
【請求項１９】
　金属間Ｇａ－Ｎａ相、金属間Ｉｎ－Ｎａ相又は金属間Ｇａ－Ｉｎ－Ｎａ相からなる群か
ら選ばれる少なくとも１つのＮａ含有金属間相を含有してなることを特徴とする予備的合
金粉末。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の予備的合金粉末のスパッタリングターゲット製造のための使用。
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